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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　アレイ基板本体およびこのアレイ基板本体の主面側に形成された複数の画素電極を備え
たアレイ基板と、
　対向基板本体およびこの対向基板本体の主面側に形成された対向電極を備え、前記アレ
イ基板に対向配置された対向基板と、
　誘電率異方性が負の液晶材料を備え、前記アレイ基板と前記対向基板との間に介在され
た液晶層と、
　前記アレイ基板と前記対向基板とのそれぞれに配置され、互いの透過軸が略直交する偏
光板と、
　前記対向電極に形成され、前記液晶層を前記画素電極と前記対向電極との間の電圧印加
時の液晶分子の倒れ方向が互いに異なる複数のドメインに分割するためのスリットと、
　このスリットと交差する方向に沿って前記画素電極に設けられ、前記各ドメイン内の前
記液晶分子の倒れ方向を制御する欠落部と、
　前記欠落部を介して前記液晶層側に露出し、可視光領域で透明でかつ前記アレイ基板本
体よりも比誘電率が高い高誘電率絶縁層と
　を具備したことを特徴とする液晶表示素子。
【請求項２】
　アレイ基板本体およびこのアレイ基板本体の主面側に形成された複数の画素電極を備え
たアレイ基板と、
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　対向基板本体およびこの対向基板本体の主面側に形成された対向電極を備え、前記アレ
イ基板に対向配置された対向基板と、
　誘電率異方性が負の液晶材料を備え、前記アレイ基板と前記対向基板との間に介在され
た液晶層と、
　前記アレイ基板と前記対向基板とのそれぞれに配置され、互いの透過軸が略直交する偏
光板と、
　前記対向電極に形成され、前記液晶層を前記画素電極と前記対向電極との間の電圧印加
時の液晶分子の倒れ方向が互いに異なる複数のドメインに分割するためのスリットと、
　このスリットと交差する方向に沿って前記画素電極に設けられ、前記各ドメイン内の前
記液晶分子の倒れ方向を制御する欠落部と、
　少なくとも前記欠落部に対応する位置に形成され、可視光領域で透明な絶縁層と、
　この絶縁層を少なくとも前記欠落部に対応する位置で覆ってこの欠落部を介して前記液
晶層側に露出し、可視光領域で透明でかつ前記絶縁層よりも比誘電率が高い高誘電率絶縁
層と
　を具備したことを特徴とする液晶表示素子。
【請求項３】
　前記高誘電率絶縁層は、１０以上の比誘電率を有している
　ことを特徴とする請求項１または２記載の液晶表示素子。
【請求項４】
　前記高誘電率絶縁層は、酸化チタンを含む
　ことを特徴とする請求項３記載の液晶表示素子。
【請求項５】
　前記アレイ基板と前記対向基板との前記液晶層側にそれぞれ形成された配向膜と、
　これら配向膜と前記液晶層との間に形成された重合性化合物層と
　を具備したことを特徴とする請求項４記載の液晶表示素子。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶層を画素電極と対向電極との間の電圧印加時の液晶分子の倒れ方向が互
いに異なる複数のドメインに分割する液晶表示素子に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶素子を用いた表示装置は、軽量、薄型、低消費電力などの特徴を有するために、Ｏ
Ａ機器、情報端末、時計、テレビジョン受像機など、さまざまな分野に応用されている。
特に薄膜トランジスタ(ＴＦＴ素子)を用いた液晶素子は、その応答性から携帯テレビやコ
ンピュータなど多くの情報を含むデータの表示用モニタなどに用いられている。
【０００３】
　近年、情報量の増加や動画表示の増加に伴い、高精細化や高速応答性、広視角特性が要
求され始めており、高精細化にはＴＦＴアレイ構造の微細化により対応がなされている。
【０００４】
　高速応答性では、例えばネマチック液晶を用いたＯＣＢモード、ＶＡＮモード、ＨＡＮ
モード、π配列モード、スメクチック液晶を用いた界面安定型強誘電性液晶(ＳＳＦＬＣ)
モード、あるいは反強誘電性液晶(ＡＦＬＣ)モードなどが検討されている。
【０００５】
　さらに、広視角特性についても、ＩＰＳモード、ＶＡＮモードやＯＣＢモードといった
液晶の駆動方法の工夫により改善がなされてきた。
【０００６】
　特に、ＶＡＮモードは、従来のツイストネマチック(ＴＮ)モードより速い応答速度が得
られることや、垂直配向処理の採用により、従来静電気破壊など不良原因の発生が危惧さ
れていたラビング配向処理工程を削除可能なことから近年注目されている。さらに、視野
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角の補償設計が比較的容易なことから、マルチドメイン型ＶＡＮモード(以下、ＭＶＡモ
ードという)として広い視野角を実現することが可能である。
【０００７】
　ＭＶＡモードにおける配向分割のための手段として、一方あるいは両方の基板上に畝状
の構造体(突起)あるいは画素電極の欠落部(スリット)などを形成する構成が知られている
。そして、負の誘電率異方性を示すネマチック液晶材料を用いる場合、画素電極のスリッ
トでは電界離散効果により電界がスリット内側に傾斜し、液晶分子すなわちダイレクタは
スリットの外側に傾斜する。一方で、対向基板側では突起の形状効果によりダイレクタは
突起の外側に傾斜する。そこで、ダイレクタの傾斜方向が揃うように両基板を組み合わせ
ることで良好に配向分割を行うことができる。また、例えばアレイ基板側のスリットおよ
び対向基板側の突起を、基板端辺に対し略４５°の角度でかつ互いに略９０°異なる４方
向への異方性を有するように形成するなど、スリットパターンや突起パターンに複数の異
なる方向への異方性を持たせることで、液晶層を複数のドメインに分割することも可能で
ある（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】特開２００５－２９２５１５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上述のように、ＭＶＡモードは、高コントラスト比で、広視角なディスプレイとして優
れた特徴を有するが、更なるコントラスト比の向上が求められている。
【０００９】
　ＭＶＡモードのコントラスト比向上の方法として、配向規制手段は畝状の突起構造より
もスリット構造が好ましく、さらにそれらの面積を可能な限り小さくすることが好ましい
ことがわかっている。これは、高コントラスト比を得るためには黒表示時の輝度を低下さ
せることが重要であるからである。すなわち、ＭＶＡモードでは、ダイレクタが基板面に
垂直に配向しており位相差すなわち複屈折率Δｎが０であるため、アレイ基板と対向基板
との上に偏光板を、それぞれの透過軸が直交するように貼り着けた液晶ディスプレイでは
、黒表示時の透過光が０に近い値となり高コントラスト比が得られるものの、畝状の突起
上に位置するダイレクタは突起の斜面に垂直に、すなわち傾斜状に配向しているため、複
屈折率Δｎが０とならず、弱い光漏れが生じる。一方で、画素電極のスリット構造では突
起がないために、高コントラスト比が得られる。
【００１０】
　しかしながら、畝状の突起に比べ画素電極のスリットはダイレクタの配向規制力が弱く
、それらの面積が小さくなるほど弱くなる。そのため、例えば白表示時にディスプレイ表
面を指で押さえた場合、ダイレクタの配向乱れを生じやすくなるといった欠点を持つ。し
たがって、画素電極のスリット構造を採用する場合には、そのスリット数を多くせざるを
得ない。
【００１１】
　また、直線偏光モードの液晶表示素子にスリット構造を採用した場合の別の問題として
、透過率の低下がある。ＭＶＡモードは光の透過制御に液晶の複屈折を利用しており、透
過光強度Ｉは、Ｉ0を入射光強度、θを偏光板の透過軸(吸収軸)とダイレクタとのなす角
、Δｎを液晶の複屈折率、ｄを液晶層の厚さ、λを光の波長としたとき、次の式(１)で表
される。
【００１２】
　Ｉ=Ｉ0・sin2２θ・sin2(Δｎ・ｄ・π／λ)……(１)
【００１３】
　この式(１)に示す通り、液晶のダイレクタと偏光板の透過軸とのなす角が４５°で倒れ
角が大きい時、入射光強度Ｉ0に対する透過光強度Ｉの比、すなわち透過率は最大となる
。スリット構造の場合、倒れ角は電界離散効果により制御され、偏光板の透過軸とのなす
角はスリットの構造により決まる。すなわち、スリット幅が広いと、ダイレクタはスリッ
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ト長辺に対して略直交方向に倒れ、幅が狭いとダイレクタはスリット長辺に対して略平行
方向に倒れる。また、スリットの幅が広い場合、その中央付近は充分な電界離散効果が得
られず、ダイレクタの倒れ角は小さくなり透過率が下がる。したがって、スリット幅は狭
い方が好ましく、特に５μｍ以下であることが好ましい。
【００１４】
　しかしながら、このようにスリット幅を狭くした場合でも、電界離散効果の変化により
、液晶のダイレクタと偏光板の透過軸とのなす角が、透過率最大となる４５°からずれ、
透過率低下を招くという問題がある。
【００１５】
　本発明は、このような点に鑑みなされたもので、透過率およびコントラスト比を確保し
、かつ、良好な広視角範囲を得られる液晶表示素子を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　本発明は、アレイ基板本体およびこのアレイ基板本体の主面側に形成された複数の画素
電極を備えたアレイ基板と、対向基板本体およびこの対向基板本体の主面側に形成された
対向電極を備え、前記アレイ基板に対向配置された対向基板と、誘電率異方性が負の液晶
材料を備え、前記アレイ基板と前記対向基板との間に介在された液晶層と、前記アレイ基
板と前記対向基板とのそれぞれに配置され、互いの透過軸が略直交する偏光板と、前記対
向電極に形成され、前記液晶層を前記画素電極と前記対向電極との間の電圧印加時の液晶
分子の倒れ方向が互いに異なる複数のドメインに分割するためのスリットと、このスリッ
トと交差する方向に沿って前記画素電極に設けられ、前記各ドメイン内の前記液晶分子の
倒れ方向を制御する欠落部と、前記欠落部を介して前記液晶層側に露出し、可視光領域で
透明でかつ前記アレイ基板本体よりも比誘電率が高い高誘電率絶縁層とを具備したもので
ある。
【００１７】
　そして、液晶層を画素電極と対向電極との間の電圧印加時の液晶分子の倒れ方向が互い
に異なる複数のドメインに分割するためのスリットと交差する方向に沿って画素電極に液
晶分子の倒れ方向を制御する欠落部を形成し、アレイ基板本体よりも比誘電率が高い高誘
電率絶縁層を、欠落部を介して液晶層側に露出するように形成する。
【００１８】
　また、本発明は、アレイ基板本体およびこのアレイ基板本体の主面側に形成された複数
の画素電極を備えたアレイ基板と、対向基板本体およびこの対向基板本体の主面側に形成
された対向電極を備え、前記アレイ基板に対向配置された対向基板と、誘電率異方性が負
の液晶材料を備え、前記アレイ基板と前記対向基板との間に介在された液晶層と、前記ア
レイ基板と前記対向基板とのそれぞれに配置され、互いの透過軸が略直交する偏光板と、
前記対向電極に形成され、前記液晶層を前記画素電極と前記対向電極との間の電圧印加時
の液晶分子の倒れ方向が互いに異なる複数のドメインに分割するためのスリットと、この
スリットと交差する方向に沿って前記画素電極に設けられ、前記各ドメイン内の前記液晶
分子の倒れ方向を制御する欠落部と、少なくとも前記欠落部に対応する位置に形成され、
可視光領域で透明な絶縁層と、この絶縁層を少なくとも前記欠落部に対応する位置で覆っ
てこの欠落部を介して前記液晶層側に露出し、可視光領域で透明でかつ前記絶縁層よりも
比誘電率が高い高誘電率絶縁層とを具備したものである。
【００１９】
　そして、液晶層を画素電極と対向電極との間の電圧印加時の液晶分子の倒れ方向が互い
に異なる複数のドメインに分割するためのスリットと交差する方向に沿って画素電極に液
晶分子の倒れ方向を制御する欠落部を形成し、少なくともこの欠落部に対応する位置に形
成した絶縁層よりも比誘電率が高い高誘電率絶縁層を、欠落部を介して液晶層側に露出す
るように形成する。
【発明の効果】
【００２０】
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　本発明によれば、高誘電率絶縁層によって各ドメインの電界を設定して欠落部近傍の液
晶分子と偏光板の透過軸とのなす角度を４５°に近づけ、液晶分子の倒れ方向に起因する
透過率の低下を抑制でき、透過率およびコントラスト比を確保しつつ、良好な広視角範囲
を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　以下、本発明の第１の実施の形態の液晶表示素子の構成を図面を参照して説明する。
【００２２】
　図１ないし図５において、11は基板装置としての透過型でかつアクティブマトリクス型
のマルチドメイン型ＶＡＮモード(ＭＶＡモード)の表示素子である液晶表示素子、すなわ
ち液晶セルを示し、この液晶セル11は、アレイ基板12と対向基板13とが対向配置されてい
るとともに、これら基板12，13間に液晶分子である複数のダイレクタLCを備えた光変調層
としての液晶層14が介在され、かつ、基板12，13間の距離すなわちギャップが、例えば樹
脂により形成された間隙保持部材である複数のスペーサ15によって保持されている。さら
に、アレイ基板12と対向基板13とは、液晶層14を構成する液晶材料を注入する図示しない
液晶注入口を除く外周を囲むように配置される接着部であるシール部17によって接着され
ている。そして、液晶セル11には、アレイ基板12と対向基板13とに、偏光板18，19が貼り
付けられている。また、液晶セル11の背面側には、図示しない面光源であるバックライト
が配置されている。
【００２３】
　アレイ基板12は、透光性および絶縁性を有するアレイ基板本体としての透明基板すなわ
ちガラス基板21の液晶層14側の主面上に、例えばモリブデン(Ｍｏ)などにより形成された
走査線22、この走査線22から突出したゲート電極23、および、図示しない補助容量線がパ
ターン形成されているとともに、これら走査線22、ゲート電極23および補助容量線を覆っ
て、例えば酸化シリコン膜などのゲート絶縁膜25が形成されている。また、このゲート絶
縁膜25上には、ゲート電極23の位置に対応してノンドープアモルファスシリコン(ａ－Ｓ
ｉ)などの半導体層26およびリンドープアモルファスシリコンなどの低抵抗半導体層(コン
タクト層)27が積層されているとともに、例えば窒化シリコン膜などのエッチング保護層2
9が形成されている。さらに、これら低抵抗半導体層27およびエッチング保護層29の一部
を覆って、信号線31、この信号線31から突出したドレイン電極32、および、島状のソース
電極33が形成されている。これらゲート電極23、半導体層26、低抵抗半導体層27、ドレイ
ン電極32およびソース電極33などにより、スイッチング素子としての薄膜トランジスタ(
ＴＦＴ)35が形成されている。また、信号線31、ドレイン電極32およびソース電極33を覆
って、窒化シリコン膜などの絶縁性の保護膜37が形成されているとともに、この保護膜37
上の所定位置に、絶縁層としての有機膜38と、高誘電率絶縁層としての酸化チタン膜39が
形成されている。そして、これら有機膜38と酸化チタン膜39とを覆って、例えばＩＴＯ(I
ndium Tin Oxide)などの透明導電材料により、画素(副画素)41を構成する透明電極である
画素電極42が形成されているとともに、走査線22と信号線31との交差位置に上記スペーサ
15が配置されている。さらに、これらを覆って保護膜37上に配向膜44および重合性化合物
層45が順次形成されている。
【００２４】
　走査線22および信号線31は、各画素41の間に格子状に形成されている。
【００２５】
　各薄膜トランジスタ35は、ソース電極33が画素電極42と接続されており、走査線駆動回
路であるゲートドライバ46からの信号が走査線22を介してゲート電極23に印加されること
でスイッチング制御され、信号線駆動回路であるソースドライバ47から信号線31を介して
入力された信号に対応して画素電極42に電圧を印加することで、画素41をそれぞれ独立し
て点灯／消灯制御するものである。
【００２６】
　各画素電極42は、平面視で例えば４０μｍ×１２０μｍ程度の略長方形状に形成されて
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おり、各薄膜トランジスタ35と対応する位置が四角形状に切り欠き形成された切欠部42a
となっている。また、各画素電極42の切欠部42aの近傍には、各画素電極42を各薄膜トラ
ンジスタ35のソース電極33と電気的に接続するための図示しない凹状パターンであるコン
タクトホールが形成されている。さらに、各画素電極42の左右両辺近傍には、図２中の左
右方向すなわち画素電極42の幅方向に、液晶層14のダイレクタLCの倒れ方向を制御する長
手状の欠落部としての電極スリット部42bが複数形成されている。
【００２７】
　各電極スリット部42bは、例えば幅寸法が５μｍ程度、長手寸法が２０μｍ程度に形成
され、それぞれ５μｍ程度のピッチで並んで形成されている。したがって、各画素電極42
には、両辺に対応する電極スリット部42b間に、櫛歯状の対向突起42cが複数形成されてい
る。
【００２８】
　有機膜38は、可視光領域で透明に形成されている。また、この有機膜38は、比誘電率が
例えばアレイ基板12のガラス基板21よりも高く設定されている。
【００２９】
　酸化チタン膜39は、有機膜38よりも比誘電率が高いもので、可視光領域で透明に形成さ
れている。この酸化チタン膜39の比誘電率は、例えば１０以上に設定されている。
【００３０】
　重合性化合物層45は、例えばアクリル系の光硬化樹脂などにより形成され、可視光領域
で透明に形成されている。
【００３１】
　対向基板13は、透光性および絶縁性を有する対向基板本体としての透明基板すなわちガ
ラス基板51の一主面上の、アレイ基板12側の薄膜トランジスタ35と対応する位置に、赤(
Ｒ)、緑(Ｇ)および青(Ｂ)に対応する着色部52r，52g，52bを有する着色層としてのカラー
フィルタ層52が例えばストライプ状にそれぞれ形成されている。また、このカラーフィル
タ層52を覆って、例えばＩＴＯ(Indium Tin Oxide)などの透明導電材料により形成された
共通電極(透明電極)である対向電極53が形成されているとともに、カラーフィルタ層52の
周囲に遮光部である額縁部54が形成されている。そして、対向電極53を覆って配向膜55お
よび重合性化合物層56が形成されている。
【００３２】
　対向電極53は、各画素41に対応する位置に、スリット53aがそれぞれ形成されている。
このスリット53aは、画素電極42の左右方向の略中心位置に沿って長手状に形成され、画
素電極42の左右の電極スリット部42b，42b間に位置している。
【００３３】
　そして、これら電極スリット部42bおよびスリット53aにより、各画素41に対応する位置
で液晶層14が複数、例えば２種類のドメインD1，D2に複数に分割されている。すなわち、
これらドメインD1，D2は、各画素電極42の幅方向に隣接して形成されている。ここで、ド
メインD1，D2内に位置する液晶層14の各ダイレクタLCは、電圧印加時の倒れ方向が、対向
基板13側がそれぞれスリット53a側となるように傾斜している。また、各ダイレクタLCは
、各電極スリット部42b内に位置するものが、これら電極スリット部42bの内辺に略平行な
方向となっている。
【００３４】
　額縁部54は、遮光性を有する部材によりシール部17の内縁部に沿って枠状に形成されて
いる。
【００３５】
　重合性化合物層56は、重合性化合物層45と同様に、例えばアクリル系の光硬化樹脂など
により形成され、可視光領域で透明に形成されている。
【００３６】
　また、液晶層14は、所定の液晶材料により形成された光変調層であり、アレイ基板12側
の重合性化合物45と、対向基板13側の重合性化合物層56との間に介在されている。この液
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晶層14は、負の誘電率異方性を有している。そして、ダイレクタLCは、配向膜44，55によ
りその配向方向が基板面と略垂直になるように制御されている。
【００３７】
　また、スペーサ15は、例えば導電性を有さない透明樹脂などにより柱状に形成されてい
る。
【００３８】
　また、液晶注入口は、シール部17によってその縁部が区画されており、例えば紫外線硬
化樹脂などにより形成された図示しない封止材にて封止されている。
【００３９】
　偏光板18，19は、一方の透過軸が図中の左右方向、他方の透過軸が図中の上下方向に沿
うように配置されている。このため、偏光板18，19は、互いに透過軸が略直交するクロス
ニコル偏光板となっており、これら偏光板18，19の透過軸と液晶層14のダイレクタ38の光
軸とが、略４５°で交差するように構成されている。
【００４０】
　次に、上記第１の実施の形態の液晶表示素子の製造方法を説明する。
【００４１】
　液晶セル11は、ここでは一般的なプロセスを用いた成膜とパターニングとの繰り返しに
より作製する。
【００４２】
　すなわち、まず、アレイ基板12のガラス基板21上に、例えばモリブデンなどの部材を例
えば膜厚０．３μｍでスパッタリングなどにより成膜し(第１成膜工程)、フォトリソグラ
フィなどにより走査線22(ゲート電極23)および補助容量線を所定の形状にパターン形成す
る(パターン形成工程)。
【００４３】
　その上に、例えば膜厚０．１５μｍの酸化シリコンなどからなるゲート絶縁膜25、アモ
ルファスシリコンなどの半導体層26、低抵抗半導体層27、および窒化シリコンなどからな
るエッチング保護層29を形成する(第２成膜工程)。
【００４４】
　その後、例えばアルミニウム(Ａｌ)を膜厚０．３μｍ程度でスパッタリング成膜し、フ
ォトリソグラフィにより、信号線31(ドレイン電極32)、および、島状のソース電極33を同
時に形成することで、薄膜トランジスタ35を形成する(薄膜トランジスタ(スイッチング素
子)形成工程)。
【００４５】
　さらに、薄膜トランジスタ35の上層に、窒化シリコンなどからなる絶縁性の保護膜37を
形成する(保護膜形成工程)とともに、この保護膜37上に、絶縁性の有機膜38を例えば膜厚
３．０μｍで形成し、その上部に例えば膜厚０．２μｍの酸化チタン膜39を成膜する(高
誘電率絶縁膜形成工程)。
【００４６】
　その後、例えばＩＴＯを膜厚０．１μｍ程度でスパッタリングして画素電極42を形成し
た(画素電極形成工程)後、フォトリソグラフィにより、この画素電極42に、例えば幅寸法
５μｍ、長手寸法２０μｍの電極スリット部42bを５μｍピッチで形成し(アレイ基板側ス
リット形成工程)、走査線22と信号線31との交差位置に、例えば高さ寸法が４．０μｍの
感光性樹脂材料からなるスペーサ15を形成する(スペーサ形成工程)。
【００４７】
　一方、対向基板13のガラス基板51上には、赤色の顔料を分散させた感光性レジストを塗
布し、フォトリソグラフィにより赤色の着色部52rを形成した。同様にして、緑色の着色
部52g、および、青色の着色部52bを形成することで、例えば膜厚１．０μｍ程度のカラー
フィルタ層52を形成する(カラーフィルタ層(着色層)形成工程)。
【００４８】
　その後、例えばＩＴＯを膜厚約０．１μｍでスパッタリングして対向電極53を形成した
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(対向電極形成工程)後、フォトリソグラフィにより、アレイ基板12上の電極スリット部42
bと略直交する方向に沿って例えば幅１０μｍのスリット53aを作成する(対向基板側スリ
ット形成工程)とともに、黒色樹脂レジストにより額縁部54を形成する(額縁部形成工程)
。
【００４９】
　さらに、アレイ基板12と対向基板13に、配向膜44，55を例えば７０ｎｍの厚さで塗布す
る(配向膜塗布工程)とともに、重合性化合物層45，56を所定の厚みで形成する(重合性化
合物層形成工程)。
【００５０】
　その後、例えばエポキシ系の熱硬化樹脂からなる接着剤を用いたシール部17により、ア
レイ基板12と対向基板13とを所定の位置で貼り合わせ(貼り合わせ工程)、続いて、誘電率
異方性が負の液晶材料を中空な液晶セル11に充填して液晶セル11を形成し、図示しない液
晶注入口を紫外線硬化樹脂で封止する(注入口封止工程)。液晶層14のダイレクタLCは、配
向膜44，55および重合性化合物層45，56により、ガラス基板21，51の基板面に対して略垂
直な方向に配向制御される。
【００５１】
　そして、液晶セル11のガラス基板21，51に偏光板18，19を貼り付け(偏光板貼り付け工
程)、液晶セル11を完成する。
【００５２】
　次に、上記第１の実施の形態の作用を説明する。
【００５３】
　画素電極42と対向電極53との間に電圧を印加した際には、電界離散効果により、電界が
電極スリット部42bの内側へと傾斜することで、ダイレクタLCが電極スリット部42bの外側
(ダイレクタLCの電極スリット部42bから遠い部分が電極スリット部42bから離れる方向)へ
と傾斜する。
【００５４】
　このとき、電極スリット部42bから露出した高比誘電率(例えば２０)の酸化チタン膜39
により、電気力線の分布が、想像線L1に示す比誘電率７の状態に対して、画素電極42の各
対向突起42cと電極スリット部42bとの縁部に沿うように交互に山状、谷状となる実線L2に
示す状態となり、ダイレクタLCがこの電気力線の分布に沿って実線に示すように、電極ス
リット部42bの内縁に対して略平行に、すなわち偏光板18，19の透過軸に対して４５°傾
斜した状態に近づくように倒れる。
【００５５】
　このように、上記第１の実施の形態によれば、液晶層14を複数のドメインD1，D2に分割
するためのスリット53aと交差する方向に沿って画素電極42に電極スリット部42bを形成し
、これら電極スリット部42bに対応する位置に形成した有機膜38よりも比誘電率が高い酸
化チタン膜39を、電極スリット部42bを介して液晶層14側に露出するように形成すること
で、酸化チタン膜39によって各ドメインD1，D2の電界を設定して電極スリット部42b近傍
のダイレクタLCと偏光板18，19の透過軸とのなす角度を４５°に近づけ、ダイレクタLCの
倒れ方向に起因する透過率の低下を抑制できる。
【００５６】
　すなわち、上記式(１)に示すように、偏光板18，19の透過軸とダイレクタLCとのなす角
度が４５°となるときに、透過率が最大となる。一方で、電極スリット部42bの幅寸法は
透過率改善のために小さい方が好ましいものの、このように電極スリット部42bの幅寸法
を小さくした場合には、電界離散効果が変化し、偏光板18，19の透過軸とダイレクタLCと
のなす角度が４５°からずれるおそれがある。このため、上記第１の実施の形態では、電
極スリット部42bに酸化チタン膜39を配置することで、電極スリット部42bでの電界を変化
させ、偏光板18，19の透過軸とダイレクタLCとのなす角度を４５°に近づけることで、高
コントラスト比および広視角範囲を得ることができるＭＶＡモードの液晶セル11において
、電極スリット部42bの幅寸法を小さくしつつ大きな透過率を得ることができる。



(9) JP 4636626 B2 2011.2.23

10

20

30

40

50

【００５７】
　また、酸化チタン膜39が１０以上の比誘電率を有することで、透過率およびコントラス
トの低下を、より確実に抑制できる。
【００５８】
　さらに、高誘電率絶縁層として酸化チタン膜39を用いることで、製造性および加工性な
どを確保し、コストを抑制できる。
【００５９】
　そして、配向膜44，55と液晶層14との間に重合性化合物層45，56を形成することで、ダ
イレクタLCの倒れ方向を、より確実に制御でき、高透過率および高コントラストを得るこ
とができる。
【００６０】
　なお、上記第１の実施の形態において、図６に示す第２の実施の形態のように、有機膜
38を形成しない場合でも、酸化チタン膜39の比誘電率をガラス基板21の比誘電率よりも高
く設定することにより、電気力線の分布が変わり、上記第１の実施の形態と同様の作用効
果を奏することが可能になる。
【００６１】
　また、スリットは、対向電極53側に形成してもよい。
【００６２】
　さらに、高誘電率絶縁層としては、酸化チタン膜39に限らず、酸化チタンを一部に含む
もの、あるいは、他の様々な膜などを用いることができる。
【００６３】
　そして、上記第１の実施の形態に対応する実施例１、および、上記第１の実施の形態の
一部を変更した実施例２と、従来例に対応する比較例１ないし３とについての特性評価の
結果を図７に示す。
【００６４】
　実施例２の液晶セルは、電極スリット部42bの幅寸法およびピッチ(対向突起42cの幅寸
法)をそれぞれ１０μｍとした。
【００６５】
　比較例１の液晶セルは、酸化チタン膜39を形成しない以外は、上記実施例１と同様の設
計およびプロセスで作製した。
【００６６】
　比較例２の液晶セルは、酸化チタン膜39を形成しない以外は、上記実施例２と同様の設
計およびプロセスで作製した。
【００６７】
　比較例３の液晶セルは、高誘電率絶縁層として、比誘電率が７のものを使用する以外は
、実施例１と同様の設計およびプロセスで作製した。
【００６８】
　図７に示すように、実施例１と実施例２との比較により、電極スリット部42bの幅寸法
は、小さい方が透過率およびコントラストの面で好ましいことが示された。
【００６９】
　また、実施例１および実施例２に対して、比較例１および比較例２はそれぞれ透過率お
よびコントラストが低下している。このため、酸化チタン膜39を電極スリット部42bから
露出するように形成することの有効性が示された。
【００７０】
　さらに、実施例１に対して、比較例３は透過率およびコントラストが低下している。こ
のため、高誘電率絶縁層として用いる酸化チタン膜39の比誘電率は７よりも大きい方が好
ましいことが示された。
【図面の簡単な説明】
【００７１】
【図１】本発明の第１の実施の形態の液晶表示素子の要部を示す説明平面図である。
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【図２】同上液晶表示素子の画素周辺を示す平面図である。
【図３】(a)は図２のＡ－Ａ断面図、(b)は図２のＢ－Ｂ断面図である。
【図４】同上液晶表示素子を示す断面図である。
【図５】同上液晶表示素子を示す回路図である。
【図６】本発明の第２の実施の形態の液晶表示素子の要部を示す説明断面図である。
【図７】同上液晶表示素子の実施例１および実施例２と比較例１ないし比較例３との透過
率およびコントラストを示す表である。
【符号の説明】
【００７２】
　11　　液晶表示素子としての液晶セル
　12　　アレイ基板
　13　　対向基板
　14　　液晶層
　18，19　　偏光板
　21　　アレイ基板本体としてのガラス基板
　38　　絶縁層としての有機膜
　39　　高誘電率絶縁層としての酸化チタン膜
　42　　画素電極
　42b 　欠落部としての電極スリット部
　44，55　　配向膜
　45，56　　重合性化合物層
　51　　対向基板本体としてのガラス基板
　53　　対向電極
　53a 　スリット
　D1，D2　　ドメイン
　LC　　液晶分子であるダイレクタ
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